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() (Pa

Si/Si A A 2min 2min 600 0.6 1 1
A A 2min 2min 600 1.8 1 1
InP/Si A A 2min 2min 600 0.6 1 1
GaSh/Si B B 2min 2min 600 0.6 6 4
B B 2min 2min 300 0.6 2 2

B B 2min 2min - 2
B B 5min 2min - 1 0
B A 2min 2min 300 0.6 2 1
B A 2min 2min 600 0.6 1 0

A A 2min 2min - 2
Si/p-nSi A A 2min 2min 600 0.6 2 2
GaSh/p-nSif B B 2min 2min 300 0.6 1 0
B B 2min 2min 600 0.6 5 0
B B 2min 2min 500 0.6 1 0
B B 3min 2min 650 0.6 1 0
B B 2min 2min 600 1.8 1 0

B B 2min 2min - 1

B A 2min 2min - 2
B A 2min 2min 600 0.6 1 0
B A 5min 2min 700 0.6 1 0

A:H2504+H202+H20
B:H2504
1
300
GaSb/p-nSi
GaSb/Si
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